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摘要(译)

本发明涉及图案形成方法，制造TFT基板的方法，制造液晶显示器的方
法和曝光掩模，并提供图案形成方法，制造TFT基板的方法，制造液体
的方法晶体显示器和曝光掩模使得可以提供具有高显示特性的液晶显示
器。在用于形成在基板上的多个分割曝光区域中的第一分割曝光区域和
第二分割曝光区域之间延伸的抗蚀剂图案的图案形成方法中，在基板上
形成抗蚀剂膜;使用曝光掩模对第一分割曝光区域中的抗蚀剂膜进行曝
光，以形成在第一分割曝光区域和第二分割曝光区域之间的边界附近限
定抗蚀剂图案的一个边缘的潜像。使用另一曝光掩模曝光第二分割曝光
区域中的抗蚀剂膜以形成潜像，该潜像限定边界附近的抗蚀图案的另一
边缘;并且抗蚀剂膜被显影以形成抗蚀剂图案。
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